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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltung mit 
einer Umverdrahtungseinrichtung und entsprechende integrierte 
Schaltung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer integrierten Schaltung mit einer Umverdrahtungs- 
einrichtung und eine entsprechende integrierte Schaltung. 

CSPs (chip scale packages) werden bis dato vorwiegend auf 
vorgef ertigten Substratstreif en aufgebaut. Gemaft bekannten 
auf einem Substrat basierenden CSP-Technologien, wie bei- 
spielsweise Tessera pBGA (micro ball grid array) wird die Um- 
verdrahtung (redistribution lines) bzw. zumindest Telle davon 
schon in das vorgef ertigte Substrat integriert. Eine solche 
auf dem Substrat vorhandene Umverdrahtung wird dann mittels 
Bond-Drahten oder TAB-Bonden mit einer integrierten Schaltung 
bzw. einem Chip kontaktiert. Die Herstellung des Substrats 
erfordert aufwendige und teure Prozeftschritte, welche die 
Kosten fur das Substrat erhohen. Daruber hinaus erfolgt die 
Herstellung und die nachf olgenden Prozeftschritte in niedriger 
Parallelitat , z.B. in Panels bzw. Streifen mit weniger als 
150 Chips. Beide Ursachen verhindern bislang eine weitere 
Senkung der Herstellungskosten von CSPs. Auch Fan-out-Umver- 
drahtungen lassen sich mit auf einem Substrat basierenden 
CSP-Technologien, beispielsweise mit der BGA-Technologie, ge- 
nerieren . 

Wafer Level Package-Technologien (WLP) stellen ebenfalls eine 
kostengunstige Technologie zur Herstellung von Chip Scale 
Packages (CSPs) bereit, ohne jedoch Fan-out-Umverdrahtungen 
vorsehen zu konnen . Die Wafer Level Package-Technologien nut- 
zen als Basis den Frontend-Waf er , auf welchem zur Erzeugung 
der Fan-in-Umverdrahtung, der Isolationsschichten, wie z.B. 
einer Lotstoppschicht , und der Lotkugeln bzw. Solder Balls 
die Diinnf ilmtechnik eingesetzt wird. Die dabei verwendeten 
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Technologieschritte zur Metallisierung, d.h. Sputtern und 
Galvanik, zur Strukturer zeugung, d.h. Photolithographie, und 
zur Erzeugung von Schut zschichten, d.h. Spincoating, sind 
zwar kostenintensiv, aber aufgrund der hohen Parallelitat 
(gesamter Wafer mit bis zu 1000 Chips) konnen die Einzelko- 
sten pro Chip niedrig gehalten werden. Aufierdem werden zu- 
kunftig zunehmend kostengunstigere Drucktechnologien die teu- 
ren photolithograf ischen Prozeftschritte ersetzen. Mit neuen 
Drucktechnologien wird es moglich sein, eine Maskentechnik im 
Druckverf ahren herzustellen, welche zur hochgenauen Kontak- 
tierung von Kontakt-Pads auf einem Wafer verwendet werden 
kann, wobei typische Kontakt-Pad-Abstande beispielsweise 130 
]om und typische Pad-Off nungen 60 pm aufweisen. Print-Prozesse 
konnen somit zur Strukturer zeugung von Umverdrahtungseinrich- 
tungen bzw. Isolationsschichten auf einem neuen Panel einge- 
setzt werden. Durch die WLP-Fertigung lassen sich jedoch kei- 
ne Fan-out-Umverdrahtungen, d.h. Umverdrahtungen, welche uber 
die Chipkante hinausragen, herstellen. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer integrierten Schaltung mit einer 
Umverdrahtungseinrichtung und ebenfalls eine solche inte- 
grierte Schaltung kostengunstig bereit zustellen . 

Erf indungsgemafl wird diese Aufgabe durch das in Anspruch 1 
angegebene Herstellungsverf ahren einer- integrierten Schaltung 
mit einer Umverdrahtungseinrichtung und durch die integrierte 
Schaltung mit einer Umverdrahtungseinrichtung nach Anspruch 
19 gelost. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht 
im wesentlichen darin, Prozeftschritte von Wafer Level 
Package-Technologien mit Substrat-basierenden CSP-Technolo- 
gien geeignet miteinander zu kombinieren. So werden vorgefer- 
tigte Substrate mit Umverdrahtungslagen vermieden, vielmehr 
wird eine Umverdrahtungseinrichtung erst wahrend des Ferti- 
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gungsprozesses des Chip Scale Packages auf einem einfachen, 
groiif lachigen Substrat in hoher Parallelitat erzeugt. 

In der vorliegenden Erfindung wird das eingangs erwahnte 
Problem insbesondere dadurch gelost, dass ein Verfahren zur 
Herstellung einer integrierten Schaltung mit einer Umverdrah- 
tungseinrichtung mit den Schritten bereitgestellt wird: Be- 
reitstellen einer Tragereinrichtung mit vordef inierten bzw. 
nachtraglich erzeugten Ausnehmungen; Aufbringen mindestens 
einer integrierten Schaltung kopfuber auf die Tragereinrich- 
tung derart, dass die definierten Ausnehmungen der Tragerein- 
richtung uber zumindest einer Anschlufteinrichtung der integ- 
rierten Schaltung zu liegen kommt; Aufbringen einer Isolati- 
onseinrichtung auf die von der integrierten Schaltung nicht 
bedeckten Seite der Tragereinrichtung unter Aussparung der 
mindestens einen Anschlufteinrichtung in der Ausnehmung; Auf- 
bringen der strukturierten Umverdrahtungseinrichtung auf die 
Isolationseinrichtung; Aufbringen einer strukturierten 
Lotstoppeinrichtung auf die strukturierte Umverdrahtungsein- 
richtung; und strukturiertes Aufbringen von Lotkugeln auf von 
der strukturierten Lotstoppeinrichtung nicht bedeckten Berei- 
chen . 

Vorteilhaft dabei ist, dass die Umverdrahtung bzw. Teile da- 
von nicht schon im vorhinein auf einem Substrat bzw. einer 
Tragereinrichtung bereitgestellt werden mussen. AuUerdem ist 
ein Fan-out-Design moglich, d.h. Umverdrahtungen, welche uber 
den Chip-Rand hinausragen. Des weiteren kann die Grofte der 
Tragereinrichtung erheblich uber die her kommlicher Substrate, 
z.B. mit integrierten Umverdrahtungslagen, hinausgehen. Ins- 
besondere kann diese Grofre auch die Wafer-Flache ubertreffen, 
da auch ohne erheblichen Kostenauf wand Panel-Grofien von 600 
mm x 400 mm realisierbar sind. Daruber hinaus mufl eine solche 
Tragereinrichtung bzw. Panel nicht rund sein wie beispiels- 
weise ein Wafer, sondern kann der Chip-Geometrie angepaftt 
auch rechteckig gebildet sein. 
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Neben diesen direkt kostenwir ksamen Vorteilen birgt die vor- 
liegende Erfindung weitere nut zbringende Vorteile darin, dass 
man einer grofteren Freiheit in der Materialwahl gegenuber- 
steht, dass auch eine Herstellung von Multi-Chip-Einheiten, 
sogenannten Multi-Chip-Modulen, mit integrierten Schaltungen 
bzw. Chips unterschiedlicher Form und GroBe ermoglicht wird, 
da die Bestiickung der Tragereinrichtung nicht auf einheitli- 
che Chips beschrankt ist, und darin, dass eine Moglichkeit 
zum Multi-Die-Test und Burn-In nach vollstandiger Prozessie- 
rung, ahnlich dem bereits bekannten Wafer Level Test (WLT) 
und Wafer Level Burn-In (WLBI) besteht. 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des jeweiligen Erf indungsgegenstandes . 

GemaB einer bevorzugten Weiterbildung ist die Tragereinrich- 
tung eine Folie, in welcher die mindestens eine Ausnehmung in 
Form eines ausgestanzten Loches vorliegt bzw. nachtraglich 
erzeugt wird . 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird vor dem 
Aufbringen der integrierten Schaltung ein Klebemittel auf die 
Tragereinrichtung auf gebracht . 

GemafJ einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Tra- 
gereinrichtung in einer Einspanneinrichtung, wie z.B. einem 
Rahmen, eingespannt. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden eine 
Vielzahl integrierter Schaltungen mit einer Bestiickungsein- 
richtung, wie z.B, einem Pick- and Place-Werkzeug, auf die 
Tragereinrichtung auf gebracht . 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird uber der 
Tragereinrichtung und der zumindest einen auf gebrachten in- 
tegrierten Schaltung eine Schut zeinrichtung auf gebracht. 
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Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die 
Schut zeinrichtung in einem Sprit zgussver f ahren , in einem 
Print-Prozess Oder einem Vergussprozess aufgebracht und/oder 
nachf olgend ausgehartet . 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird als Iso- 
lat ionseinrichtung ein Polymer aufgebracht. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Iso- 
lationseinrichtung aufgedruckt oder in einem photolithogra- 
phischen ProzefS erzeugt. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die 
strukturierte Umverdrahtungseinr ichtung mit folgenden Schrit 
ten auf die Isolationseinrichtung aufgebracht: Aufbringen ei 
ner Tragermetallisierung auf die Isolationseinrichtung; Auf- 
bringen und Strukturieren einer Maske auf der Tragermetalli- 
sierung; Aufbringen einer Leiterbahnmetallisierung in von de 
strukturierten Maske nicht bedeckten Bereichen der Tragerme- 
tallisierung; Entfernen der Maske und Strukturieren der Tra- 
germetallisierung entsprechend der Leiterbahnmetallisierungs 
struktur . 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Tra- 
germetallisierung auf gesputtert und/oder die Maske photoli- 
thografisch strukturiert und/oder die Leiterbahnmetallisie- 
rung elektro-chemisch plattiert und/oder die Tragermetalli- 
sierung in einem Atzschritt strukturiert. 

GemafJ einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Lot 
stoppeinrichtung ein Polymer auf. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Lot- 
stoppeinrichtung aufgedruckt . 
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Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden die 
Lotkugeln in einem Print-Prozess strukturiert aufgebracht und 
nachfolgend, vorzugsweise in einem ofen, wiederverf lussigt 
und Lotkugeln geformt. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird eine 
Vielzahl von integrierten Schaltungen auf einer Tragerein- 
richtung nach dem Aufbringen der Lotkugeln in einzelne inte- 
grierte Schaltungen oder Gruppen integrierter Schaltungen 
separiert . 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung durchlaufen 
eine Vielzahl von integrierten Schaltungen mit Umverdrah- 
tungseinrichtungen auf der Tragereinrichtung vor dem Separie- 
ren einen Funktionstest . 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die 
strukturierte Umverdrahtungseinrichtung derart strukturiert , 
dass sie sich lateral liber die 
Chipkante hinaus erstreckt. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden Multi- 
Chip-Module gebildet, welche vorzugsweise unterschiedliche 
Einzel-ICs auf we is en. 

Ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert . 

Es zeigen: 

Fig. 1-10 eine schematische Querschnitt sansicht einzelner 
Stadien im Herstellungsprozefi einer integrierten 
Schaltung mit Umverdrahtungseinrichtung zur Erlau- 
terung einer Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Er- 
findung; und 
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Fig. 11 eine schemat ische Querschnittsansicht einer inte- 
grierten Schaltung mit Umverdrahtungseinrichtung 
zur Erlauterung einer Ausf uhrungsf orm der vorlie- 
genden Erfindung in vergroflerter Darstellung. 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
funkt ions gleiche Bestandteile . 

In Fig. 1 ist eine Tragereinrichtung 10 dargestellt , welche 
mit vertikal durchgangigen Ausnehmungen 11 versehen ist. Die 
Tragereinrichtung 10 bzw. das Substrat ist beispielsweise ei- 
ne Folie oder ein flexibles Substrat, wobei die Ausnehmungen 
11 z.B. in Form gestanzter Locher vorliegen. 

Gemafl Fig. 2 ist die Tragereinrichtung 10 mit den darin vor- 
gesehenen Ausnehmungen 11 an der Oberseite mit einem Klebe- 
mittel 12 versehen und in einen Rahmen 13 eingespannt . Dieser 
Rahmen 13 kann sowohl runde als auch eckige Formen aufweisen 
und ist in seiner GrofJe nur durch die Anf orderungen bei den 
nachf olgenden Prozefischritten, wie beispielsweise Drucktech- 
nik, Photolithographie, eingeschrankt . ' Insbesondere lafit sich 
die Grofte der Tragereinrichtung 10 auf Wafer-Grofie (200 mm, 
300 mm), aber auch dartiber hinaus ausdehnen. 

In einem nachf olgenden Prozefischritt werden gemafi Fig. 3 in- 
tegrierte Schaltungen 14 kopfuber derart auf der Tragerein- 
richtung 10 mit darauf auf gebrachtem Klebemittel 12 aufge- 
bracht und positioniert , dass Anschlufteinrichtungen 15, wie 
beispielsweise Kontakt-Pads , der integrierten Schaltung 14 im 
Bereich der Ausnehmungen 11 zu liegen kommen. Dabei wird der 
Abstand der integrierten Schaltungen 14 zueinander bzw. der 
Abstand der Ausnehmungen 11 zueinander vorzugsweise so ge- 
wahlt, dass eine nachfolgend zu erstellende Umverdrahtungsla- 
ge auf der nicht mit Klebemittel 12 versehenen Seite der Sub- 
stratfolie 10 bzw. Tragereinrichtung uber den Chip-Rand late- 
ral hinaus gefiihrt werden kann. Das Aufbringen und Positio- 
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nieren der integrierten Schaltungen 14 kann mit einer Be- 
stiickungseinrichtung, wie beispielsweise einem Pick- and 
Place-Tool erf olgen . 

Zum Schutz der integrierten Schaltungen 14 wird gemafi Fig. 4 
vorzugsweise uber den integrierten Schaltungen 14 auf der 
Kontakt-Pad 15 abgewandten Seite eine Schut zeinrichtung 16 
vorgesehen. Somit wird gegebenenf alls vor der Erzeugung einer 
Umverdrahtungseinrichtung der gesamte Chip-Verband aus einer 
Vielzahl integrierter Schaltungen 14 auf der Tragereinrich- 
tung 10 durch ein Sprit zgussverf ahren (molden) oder einem an- 
deren Vergufi- oder Druckverf ahren mit einer Schut zeinrichtung 
16 versehen, welche nachfolgend ausgehartet wird. Dadurch ist 
ein starrer Verbund, ahnlich einem Wafer, erzielbar. 

Fig. 5 zeigt die Anordnung gemafi Fig. 4 nach dem Aufbringen 
einer Isolationseinrichtung 17 auf der nicht mit integrierten 
Schaltungen 14 versehenen Seite der Tragereinrichtung 10, wo- 
bei uber den Anschlufteinrichtungen 15 bzw. Kontakt-Pads in 
den Ausnehmungen der Tragereinrichtung 11 keine Isolations- 
einrichtung 17 aufgebracht wird. Die Isolationseinrichtung 
17, vorzugsweise ein Polymer, wird z.B. photolithographisch 
oder in einem Druckverf ahren aufgebracht. 

Daraufhin wird auf dieser Isolationseinrichtung 17 gemaft Fig. 
6 eine Umverdrahtungseinrichtung 18, 19 aufgebracht. Die Um- 
verdrahtungseinrichtung 18, 19 weist elektrisch leitfahige 
Abschnitte 18 bzw. Leiterbahnabschnitte und elektrisch iso- 
lierende Abschnitte 19 auf, wobei die Leiterbahnabschnitte 18 
zumindest teilweise mit den Kontakt-Pads 15 kontaktiert sind. 
Die Umverdrahtungsmetallisierung 18 der Umverdrahtungsein- 
richtung 18, 19 wird vorzugsweise wie folgt gebildet: Auf- 
sputtern einer Tragermetallisierung auf die Isolationsein- 
richtung 17; Aufbringen und photolithographisches Strukturie- 
ren einer Maske (nicht dargestellt) ; elektro-chemisches Ab- 
scheiden der Leiterbahnmetallisierung 18 auf der aufgesput- 
terten Tragermetallisierung in von der Maske nicht bedeckten 
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Abschnitten; Entfernen der Maske; und Atzen der Tragermetal- 
lisierung derart strukturiert wie die Leiterbahnmetallisie- 
rung 18. Zusatzlich kann ein elektrisch nicht leitfahiges Ma- 
terial 19 lateral zwischen den Leiterbahnabschnitten 18 vor- 
5 gesehen sein. Somit wird die Umverdrahtungslage 18, 19 mit- 
tels Dunnschicht- bzW. Druck-Technologie auf der nicht mit 
den integrierten Schaltungen 14 versehenen Seite der Tra- 
gereinrichtung 10 bzw. Substratf olie erzeugt. 

10 Nach einem weiteren Verf ahrensschritt ist gemaft Fig. 7 eine 
Lotstoppeinrichtung 20 strukturiert vorzugsweise in einem 
Druckprozefi auf die Umverdrahtungseinrichtung 18, 19 aufge- 
v bracht worden. Diese vorzugsweise ein Polymer aufweisende 

Lotstoppeinrichtung 20 ist derart strukturiert, dass uber 
15 vorbestimmten Abschnitten 21 der Leiterbahnmetallisierung 18 
der Umverdrahtungseinrichtung 18, 19 Ausnehmungen vorgesehen 



Gemaft Fig. 8 wird in den Ausnehmungen 21 in der Lotstoppein- 
20 richtung 20 uber den vorbestimmten Abschnitten 21 der Leiter- 
bahnmetallisierung 18, vorzugsweise in einem Print-Prozess, 
Lot 22 aufgebracht. 

Diese Lotkugeln 22 sind in der Anordnung gemaft Fig. 9, vor- 
) 25 zugsweise in einem Reflow-Ofen, wiederverf lussigt und nach- 



folgend abgekuhlt worden, wodurch Lotkugeln 22 1 gebildet wer- 
v den. 

Fig. 10 folgend ist der Chip-Verbund aus mehreren integrier- 
30 ten Schaltungen 14 in separierte integrierte Schaltungen 23 
mit Fan-out-Umverdrahtungseinrichtung 18, 19, 20 zerteilt 
worden . 

Die Anordnung gemaft Fig. 11 zeigt im Detail eine solche sepa- 
35 rierte integrierte Schaltung 23, welche gemaft dem erfindungs- 
gemafien Verfahren hergestellt wurde. Durch die beschriebene 
Vorgehensweise wird ahnlich bei einem vorgef ertigten Sub- 



sind. 
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strat, d.h. mit Umverdrahtungslagen, eine Umverdrahtungs- 
Technologie bereitgestellt , welche jedoch gemali der vorlie- 
genden Erfindung in hoher Parallelitat gefertigt und somit 
kostengunstig hergestellt werden kann. Diese erf indungsgemafte 
5 Technologie nutzt WLP-Prozesse, wobei nun auch Fan-out- 

Designs moglich sind. Die Separierung der integrierten Schal- 
tungen 23 mit Umverdrahtungseinrichtung erfolgt vorzugsweise 
in einem Dicer. 

10 Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand eines be- 
vorzugten Ausf iihrungsbeispiels beschrieben wurde, ist sie 
darauf nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise modi- 

\ 

f izierbar . 

15 So sind insbesondere die erlauterten Materialien (Polymer, 
...) beispielhaft zu sehen. Dariiber hinaus kann die Umver- 
drahtungseinrichtung 18, 19, 20, 22 auch auf alternative Wei- 
se hergestellt werden. 

20 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltung 

(23) mit einer Umverdrahtungseinrichtung (18, 19) mit den 
5 Schritten: 

Bereitstellen einer Tragereinrichtung (10) mit vordefi- 
nierten oder nachtraglich st rukturierten Ausnehmungen 
(11) ; 

Aufbringen mindestens einer integrierten Schaltung (14) 
kopfuber auf die Tragereinrichtung (10) derart, dass die 
definierten Ausnehmungen (11) der Tragereinrichtung (10) 
uber zumindest einer Anschlulieinrichtung (15) der integ- 
rierten Schaltung (14) zu liegen kommt; 

Aufbringen einer Isolationseinrichtung (17) auf die von 
der integrierten Schaltung (14) nicht bedeckten Seite der 
Tragereinrichtung (10) unter Aussparung der mindestens ei- 
20 nen Anschlulieinrichtung (15) in der Ausnehmung (11); 

Aufbringen der strukturierten Umverdrahtungseinrichtung 
(18, 19) auf die Isolationseinrichtung (17); 

Aufbringen einer strukturierten Lotstoppeinrichtung (20) 
auf die strukturierte Umverdrahtungseinrichtung (18, 19); 
und 

strukturiertes Aufbringen von Lotkugeln (22) auf von der 
30 strukturierten Lotstoppeinrichtung (20) nicht bedeckten 

Abschnitten (21) der Umverdrahtungseinrichtung (18) . 

2, Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Tragereinrichtung (10) eine Folie 1st, in der die 
mindestens eine Ausnehmung (11) in Form eines ausgestanz- 
ten Loches vorliegt. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass vor dem Aufbringen der integrierten Schaltung (14) 
ein Klebemittel (12) auf die Tragereinrichtung (10) aufge- 
bracht wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 

\ dadurch gekennzeichnet, 

vjg 

dass die Tragereinrichtung (10) in einer Einspanneinrich- 



10 



15 



tung (13), wie z.B. einem Rahmen, eingespannt wird, 



5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Vielzahl integrierter Schaltungen (14) mit einer 
Bestuckungseinrichtung, wie z.B. einem Pick- and Place- 
20 Werkzeug, auf die Tragereinrichtung (10) aufgebracht wer- . 

den . 



6. . Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass uber der Tragereinrichtung (10) und'der zumindest ei- 
nen auf gebrachten integrierten Schaltung (14) eine Schutz- 
einrichtung (16) aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Schut zeinrichtung (16) in einem Spritzguft- oder 
einem anderen Verguft oder Print-Prozess aufgebracht 
und/oder nachfolgend teilweise oder vollstandig ausgehar- 
tet wird. 



35 
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8. Verfahren nach einem .der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als die Isolationseinrichtung (17) ein Polymer aufge- 
bracht wird. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Isolationseinrichtung (17) aufgedruckt oder in 
einem photolithograf ischen Prozeft erzeugt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die strukturierte Umverdrahtungseinrichtung (18, 19) 
mit folgenden Schritten auf die Isolationseinrichtung (17) 
aufgebracht wird: 

Aufbringen einer Tragermetallisierung auf die Isolations- 
einrichtung ( 17 ) ; 

Aufbringen und Strukturieren einer Maske auf der Tragerme- 
tallisierung; 

Aufbringen einer Leiterbahnmetallisierung in von der 
strukturierten Maske nicht bedeckten Bereichen der Trager- 
metallisierung; 

Entfernen der Maske; und 

Strukturieren der Tragermetallisierung entsprechend der 
Leiterbahnmetallisierungsstruktur . 

11 -Verfahren nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tragermetallisierung auf gesputtert und/oder die 

Maske photolithographisch strukturiert und/oder die Lei- 
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terbahnmetallisierung ( 18 ) elektro-chemisch plat tier t 
und/oder die Tragermetallisierung in einem Atzschritt 
strukturiert wird. 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Lotstoppeinrichtung (20) ein Polymer aufweist. 

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Lotstoppeinrichtung (20) aufgedruckt wird. 

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Lotkugeln (22) in einem Print-Prozess struktu- 
riert aufgebracht und nachfolgend, vorzugsweise in einem 
Ref low-Of en, wiederverf lussigt werden . 

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Vielzahl von integrierten Schaltungen (14) auf 
einer Tragereinrichtung (10) nach dem Aufbringen der Lot- 
kugeln (22) in einzelne integrierte Schaltungen (23) oder 
Gruppen integrierter Schaltungen (23) separiert werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzei-chnet, 

dass eine Vielzahl von integrierten Schaltungen (14, 23) 
mit Umverdrahtungseinrichtungen (18, 19) auf der Trager- 
einrichtung (10) vor dem Separieren einen Funktionstest 
durchlauf en . 



17.Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass die strukturierte Umverdrahtungseinrichtung (18, 19) 
derart strukturiert wird, dass sie sich lateral liber die 
integrierte Schaltung (14) hinaus erstreckt. 

18, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Multi-Chip Module gebildet werden, welche vorzugswei- 
se unterschiedliche Einzel-ICs aufweisen. 

19. Integrierte Schaltung (23) mit einer Umverdrahtungsein- 
richtung (18, 19) mit: 

einer Tragereinrichtung (10) mit vordef inierten oder nach- 
traglich strukturierten Ausnehmungen (11); 

mindestens einer integrierten Schaltung (14) kopfuber auf 
der Tragereinrichtung (10) derart, dass die definierten 
Ausnehmungen (11) der Tragereinrichtung (10) uber zumin- 
dest einer Anschlufteinrichtung (15) der integrierten 
Schaltung (14) zu liegen kommt; 

einer Isolationseinrichtung (17) auf der von der inte- 
grierten Schaltung (14) nicht bedeckten Seite der Trager- 
einrichtung (10) unter Aussparung der mindestens einen 
Anschlufteinrichtung (15) in der Ausnehmung (11); 

der strukturierten Umverdrahtungseinrichtung (18, 19) auf 
der Isolationseinrichtung (17); 

einer strukturierten Lotstoppeinrichtung (20) auf der 
strukturierten Umverdrahtungseinrichtung (18, 19); und 

Lotkugeln (22) auf von der strukturierten Lottoppeinrich- 
tung (20) nicht bedeckten Abschnitten (21) auf der Um- 
verdrahtungseinrichtung (18) . 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltung mit 
einer Umverdrahtungseinrichtung unci entsprechende integrierte 
Schaltung 

Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer integrierten Schaltung (23) mit einer Umverdrah- 
tungseinrichtung (18, 19) bereit mit den Schritten: Bereit- 
stellen einer Tragereinrichtung (10) mit def inierten . Ausneh- 
mungen (11); Aufbringen mindestens einer integrierten Schal- 
tung (14) kopfiiber auf die Tragereinrichtung (10) derart, 
dass die def inierten Ausnehmungen (11) der Tragereinrichtung 
(10) uber zumindest einer Anschlulieinrichtung (15) der integ- 
rierten Schaltung (14) zu liegen kommt; Aufbringen einer Iso- 
lationseinrichtung (17) auf die von der integrierten Schal- 
tung (14) nicht bedeckten Seite der Tragereinrichtung (10) 
unter Aussparung der mindestens einen Anschlufteinrichtung 
(15) in der Ausnehmung (11); Aufbringen der strukturierten 
Umverdrahtungseinrichtung (18, 19) auf die Isolationseinrich- 
tung (17); 

Aufbringen einer strukturierten Lotstoppeinrichtung (20) auf 
die strukturierte Umverdrahtungseinrichtung (18, 19); und 
strukturiertes Aufbringen von Lotkugeln (22) auf von der 
^strukturierten Lotstoppeinrichtung (20) nicht bedeckten Ab- 
schnitten (21) der Umverdrahtungseinrichtung (18). Die vor- 
liegende Erfindung stellt ebenfalls eine solche Vorrichtung 
bereit. 



Fig. 11 
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Bezugszeichenliste 

10 Tragereinrichtung, vorzugsweise flexibel, z.B. Folie 

11 Ausnehmung in Tragereinrichtung, z.B. gestanzt 

12 Klebemittel 

13 Rahmen 

14 integrierte Schaltung 

15 AnschlufJeinrichtung, z.B. Kontaktpads 

16 Schut zeinrichtung 

17 Isolationseinrichtung, vorzugsweise ein Polymer 

18 leitfahige Einrichtung, z.B. Leiterbahnmetallisierung 

19 nicht leitfahige Einrichtung 

20 Lotstoppeinrichtung, vorzugsweise ein Polymer 

21 nicht mit Lotstoppeinrichtung bedeckter Abschnitt der 
Leiterbahnmetallisierung (Ausnehmung in Polymer) 

22 Lotkugel 

22 * wiederverf liissigte Lotkugel 

23 separierte integrierte Schaltung mit Fan-out Umverdrah- 
tungseinrichtung 
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